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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光抽出効率を向上させると同時に、混色を防止
することができる高解像度の電界発光表示装置
【解決手段】複数の画素領域ＳＰ１～ＳＰ３を含む基板
１１０と、基板１１０の上部に配置され、複数の画素領
域ＳＰ１～３のそれぞれに対応する複数の発光ダイオー
ドＤ１～Ｄ３と、複数の発光ダイオードＤ１～Ｄ３のそ
れぞれを覆い、第１屈折率を有する封止膜１７１と、複
数の画素領域ＳＰ１～ＳＰ３の境界部に対応する封止膜
１７１の間に配置され、第１屈折率より小さい第２屈折
率を有する第１隔壁ＰＷ１と、封止膜１７１および第１
隔壁ＰＷ１の上部に配置されるカラーフィルター層１８
０と、を含み、カラーフィルター層１８０は、第３屈折
率を有する複数のカラーフィルターパターン１８１～１
８５と、複数のカラーフィルターパターン１８１～１８
５の間に配置され、第３屈折率より小さい第４屈折率を
有する第２隔壁ＰＷ２とを含む電界発光表示装置１００
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素領域を含む基板と；
　前記基板の上部に互いに離隔して配置され、前記複数の画素領域のそれぞれに対応する
複数の発光ダイオードと；
　前記複数の発光ダイオードのそれぞれを覆い、第１屈折率を有する封止膜と；
　前記複数の画素領域の境界部に対応する前記封止膜の間に配置され、前記第１屈折率よ
り小さい第２屈折率を有する第１隔壁と；
　前記封止膜および前記第１隔壁の上部に配置されるカラーフィルター層と；を含み、
　前記カラーフィルター層は、第３屈折率を有する複数のカラーフィルターパターンと、
前記複数のカラーフィルターパターンの間に配置され、前記第３屈折率より小さい第４屈
折率を有する第２隔壁とを含む電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第２隔壁は、前記第１隔壁に対応して配置される、請求項１に記載の電界発光表示
装置。
【請求項３】
　前記複数のカラーフィルターパターンは、前記複数の発光ダイオードにそれぞれ対応し
て配置される、請求項１に記載の電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１隔壁および第２隔壁のそれぞれの中段部は、バー形状を成し、前記第１隔壁お
よび第２隔壁のそれぞれの上段部は、上部に行くほど幅が大きくなる、請求項１に記載の
電界発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１隔壁および第２隔壁の中段部のそれぞれの幅は、２μｍ～３μｍである、請求
項４に記載の電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１隔壁および第２隔壁のそれぞれの高さは、７μｍ～９μｍである、請求項４に
記載の電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記第２屈折率および第４屈折率のそれぞれは、１．０～１．５５である、請求項１に
記載の電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記カラーフィルター層は、前記複数のカラーフィルターパターンのそれぞれの上面に
配置された散乱層をさらに含む、請求項１に記載の電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記複数のカラーフィルターパターンのそれぞれのエッジは、曲面形状を成す、請求項
１に記載の電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記基板の上部に保護層をさらに含み、
　前記複数の発光ダイオードのそれぞれは、
　前記保護層の上部に配置される第１電極と；
　前記第１電極のエッジを覆う絶縁パターンと；
　前記第１電極および前記絶縁パターンの上部に配置される発光層と；
　前記発光層の上部に配置される第２電極と；を含む、請求項１に記載の電界発光表示装
置。
【請求項１１】
　前記保護層の下部および前記基板の上部に層間絶縁層がさらに配置され、
　前記保護層および前記層間絶縁層は、前記第１隔壁により各画素領域に分離される、請
求項１０に記載の電界発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界発光表示装置に関し、より詳細には、低屈折率を有する隔壁を配置して
、光抽出効率を向上させると同時に、混色を防止することができる電界発光表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、薄型化、軽量化、低消費電力化などの優れた特性を有する平板表示装置（ｆｌａ
ｔ　ｐａｎｅｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）が広く開発されて、多様な分野に適用されている。
【０００３】
　平板表示装置のうち、電界発光表示装置（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）は、電子注入電極である負極と正孔注入電極である正極と
の間に形成された発光層に電荷を注入して、電子と正孔がエキシトンを形成した後、この
エキシトンが発光再結合（ｒａｄｉａｔｉｖｅ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）すること
により光を発する素子である。
【０００４】
　このような電界発光表示装置は、プラスチックのような柔軟な基板（ｆｌｅｘｉｂｌｅ
　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）上にも形成することができると共に、自発光型であるので、コン
トラスト比が大きく、応答時間が数マイクロ秒（μｓ）程度であるので、動画像の具現が
容易であり、視野角の制限がなく、低温においても安定しており、直流５Ｖ～１５Ｖの比
較的低い電圧で駆動が可能なので、駆動回路の製作および設計が容易であるという長所を
有する。
【０００５】
　最近、基板サイズの大型化および高解像度に進化するのに伴い、ピクセル間隔が狭くな
り、混色が問題になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、低屈折率を有する第１隔壁および第２隔壁を配置して、光抽出効率を
向上させると同時に、混色を防止することができる高解像度の電界発光表示装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、複数の画素領域を含む基板と、前記基板の上部
に互いに離隔して配置され、前記複数の画素領域のそれぞれに対応する複数の発光ダイオ
ードと、前記複数の発光ダイオードのそれぞれを覆い、第１屈折率を有する封止膜と、前
記複数の画素領域の境界部に対応する前記封止膜の間に配置され、前記第１屈折率より小
さい第２屈折率を有する第１隔壁と、前記封止膜および前記第１隔壁の上部に配置される
カラーフィルター層とを含み、前記カラーフィルター層は、第３屈折率を有する複数のカ
ラーフィルターパターンと、前記複数のカラーフィルターパターンの間に配置され、前記
第３屈折率より小さい第４屈折率を有する第２隔壁とを含む電界発光表示装置を提供する
。
【０００８】
　また、前記第２隔壁は、前記第１隔壁に対応して配置され得る。
【０００９】
　また、前記複数のカラーフィルターパターンは、前記複数の発光ダイオードにそれぞれ
対応して配置され得る。
【００１０】
　ここで、前記第１隔壁および第２隔壁の中段部のそれぞれは、バー（Ｂａｒ）形状を成
し、前記第１隔壁および第２隔壁の上段部のそれぞれは、上部に行くほど幅が大きくなり
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得る。
【００１１】
　また、前記第１隔壁および第２隔壁のそれぞれの中段部の幅は、２μｍ～３μｍであっ
てもよい。
【００１２】
　また、前記第１隔壁および第２隔壁の高さは、それぞれ７μｍ～９μｍであってもよい
。
【００１３】
　ここで、前記第２屈折率および第４屈折率は、それぞれ１．０～１．５５であってもよ
い。
【００１４】
　また、前記カラーフィルター層は、前記複数のカラーフィルターパターンのそれぞれの
上面に配置された散乱層をさらに含むことができる。
【００１５】
　ここで、前記複数のカラーフィルターパターンのそれぞれのエッジは、曲面形状を成す
ことができる。
【００１６】
　また、前記複数の発光ダイオードのそれぞれは、オーバーコート層の上部に配置される
第１電極と、前記第１電極のエッジを覆う絶縁パターンと、前記第１電極および前記絶縁
パターンの上部に配置される発光層と、前記発光層の上部に配置される第２電極とを含む
ことができる。
【００１７】
　ここで、前記保護層の下部に層間絶縁層がさらに配置され、前記保護層および前記層間
絶縁層は、前記第１隔壁により各画素領域に分離され得る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明において、発光ダイオードの間に低屈折率を有する第１隔壁を配置して、発光ダ
イオードの内部で全反射し、外部に出力されない光の経路を変更させて、外部に出力する
ことができるようにして、光抽出効率を向上させることができる。
【００１９】
　ひいては、カラーフィルターパターンの間に低屈折率を有する第２隔壁を配置して、隣
接する画素領域に進める光の経路を変更させて、当該画素領域に出力され得るようにして
、混色を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の電界発光表示装置の一つのサブ画素領域を示す回路図である。
【図２】本発明の第１実施形態による電界発光表示装置を概略的に示す断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による電界発光表示装置の一部を拡大して示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態による電界発光表示装置を概略的に示す断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態による電界発光表示装置の一部を拡大して示す図である。
【図６】本発明の第１および第２実施形態の第１、第２隔壁の屈折率による光抽出効率を
概略的に示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００２２】
＜第１実施形態＞
【００２３】
　図１は、本発明の電界発光表示装置の一つのサブ画素領域を示す回路図である。
【００２４】
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　図１に示されるように、本発明の実施形態による電界発光表示装置は、互いに交差して
サブ画素領域ＳＰを定義するゲート配線ＧＬとデータ配線ＤＬを含み、それぞれの画素領
域Ｐには、スイッチング薄膜トランジスタＴｓと駆動薄膜トランジスタＴｄ、ストレージ
キャパシタＣｓｔ、および発光ダイオードＤが形成される。
【００２５】
　より詳細には、スイッチング薄膜トランジスタＴｓのゲート電極は、ゲート配線ＧＬに
連結され、ソース電極は、データ配線ＤＬに連結される。駆動薄膜トランジスタＴｄのゲ
ート電極は、スイッチング薄膜トランジスタＴｓのドレーン電極に連結され、ソース電極
は、高電位電圧ＶＤＤに連結される。発光ダイオードＤのアノードは、駆動薄膜トランジ
スタＴｄのソース電極に連結され、カソードは、低電位電圧ＶＳＳに連結される。ストレ
ージキャパシタＣｓｔは、駆動薄膜トランジスタＴｄのゲート電極とソース電極に連結さ
れる。
【００２６】
　このような電界発光表示装置の映像表示動作を記述すると、ゲート配線ＧＬを介して印
加されたゲート信号によってスイッチング薄膜トランジスタＴｓがターン－オン（ｔｕｒ
ｎ－ｏｎ）され、この際、データ配線ＤＬに印加されたデータ信号がスイッチング薄膜ト
ランジスタＴｓを介して駆動薄膜トランジスタＴｄのゲート電極とストレージキャパシタ
Ｃｓｔの一電極に印加される。
【００２７】
　駆動薄膜トランジスタＴｄは、データ信号によってターン－オンされて、発光ダイオー
ドＤを流れる電流を制御して映像を表示する。発光ダイオードＤは、駆動薄膜トランジス
タＴｄを介して伝達される高電位電圧ＶＤＤの電流により発光する。
【００２８】
　すなわち、発光ダイオードＤを流れる電流の量は、データ信号のサイズに比例し、発光
ダイオードＤが放出する光の強さは、発光ダイオードＤを流れる電流の量に比例するので
、画素領域Ｐは、データ信号のサイズに応じて異なる階調を表示し、その結果、電界発光
表示装置は、映像を表示する。
【００２９】
　ストレージキャパシタＣｓｔは、データ信号に対応する電荷を１フレーム（ｆｒａｍｅ
）の間に維持して、発光ダイオードＤを流れる電流の量を一定にし、発光ダイオードＤが
表示する階調を一定に維持させる役割をする。
【００３０】
　なお、サブ画素領域ＳＰには、スイッチングおよび駆動薄膜トランジスタＴｓ、Ｔｄと
ストレージキャパシタＣｓｔの以外に、他のトランジスタおよび／またはキャパシタがさ
らに追加され得る。
【００３１】
　図２は、本発明の第１実施形態による電界発光表示装置を概略的に示す断面図である。
【００３２】
　図２に示されるように、本発明の実施形態による電界発光表示装置１００は、基板１１
０と、基板１１０上部の各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に形成される薄膜トランジス
タＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３および発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３と、発光ダイオードＤ
１、Ｄ２、Ｄ３の上部に配置される封止層１７０と、封止層１７０の上部に配置されるカ
ラーフィルター層１８０とを含むことができる。
【００３３】
　すなわち、下板、ＴＦＴ基板またはバックプレーン（ｂａｃｋｐｌａｎｅ）とも呼ばれ
る基板１１０の上部には、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に薄膜トランジスタＴｄ
１、Ｔｄ２、Ｔｄ３および発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３がそれぞれ形成され得る。
【００３４】
　ここで、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３は、特定の一種類のカラーフィルターパタ
ーン１８１、１８３、１８５が形成されて、特定の色を発光できる単位を意味する。
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【００３５】
　例えば、青色画素領域ＳＰ１、赤色画素領域ＳＰ２、緑色画素領域ＳＰ３を含むことが
できるが、これに限定されるものではなく、白色画素領域をさらに含むこともできる。
【００３６】
　具体的に、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に半導体層１２２が形成され、半導体
層１２２の上部には、ゲート絶縁層１２４が画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の全面に形
成され得、半導体層１２２は、純粋な半導体物質からなり、中央に位置するアクティブ領
域と、不純物半導体物質からなり、アクティブ領域の左右に位置するソース領域およびド
レーン領域とを含むことができる。
【００３７】
　半導体層１２２に対応するゲート絶縁層１２４の上部には、ゲート電極１２６が形成さ
れ、ゲート電極１２６の上部には、層間絶縁層１２８が形成されるが、層間絶縁層１２８
およびゲート絶縁層１２４は、半導体層１２２のソース領域およびドレーン領域をそれぞ
れ露出する第１および第２コンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２を含むことができる。
【００３８】
　半導体層１２２に対応する層間絶縁層１２８の上部には、互いに離隔するソース電極１
３２およびドレーン電極１３０が形成されるが、ソース電極１３２およびドレーン電極１
３０は、それぞれ第１および第２コンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２を介して半導体層１２
２のソース領域およびドレーン領域に連結され得る。
【００３９】
　ここで、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された半導体層１２２、ゲート電
極１２６、ソース電極１３２およびドレーン電極１３０は、それぞれ薄膜トランジスタＴ
ｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３を構成することができる。
【００４０】
　図２には、コプレーナ型（ｃｏｐｌａｎａｒ　ｔｙｐｅ）の薄膜トランジスタＴｄ１、
Ｔｄ２、Ｔｄ３を例示したが、これに限定されるものではなく、スタッガード型（ｓｔａ
ｇｇｅｒｅｄ　ｔｙｐｅ）の薄膜トランジスタを形成することもできる。
【００４１】
　また、図２は、 駆動薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３のみを図示しているが
、一つの画素領域に駆動薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３と同じ構造のスイッチ
ング薄膜トランジスタ（図１のＴｓ）等の複数の薄膜トランジスタが形成され得る。
【００４２】
　図示してはいないが、基板１１０の内面には、互いに交差してそれぞれの画素領域ＳＰ
１、ＳＰ２、ＳＰ３を定義するゲート配線（図１のＧＬ）、データ配線（図１のＤＬ）お
よびパワー配線が形成され、スイッチング薄膜トランジスタ（図１のＴｓ）は、ゲート配
線（図１のＧＬ）およびデータ配線（図１のＤＬ）に連結され、駆動薄膜トランジスタＴ
ｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３は、スイッチング薄膜トランジスタ（図１のＴｓ）およびパワー配
線に連結され得る。
【００４３】
　それぞれの薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３の上部には、保護層１３４が形成
されるが、保護層１３４は、ソース電極１３２を露出する第３コンタクトホールＣＨ３を
含むことができる。
【００４４】
　なお、保護層１３４上にオーバーコート層が配置されてもよく、この場合、保護層１３
４およびオーバーコート層は、ソース電極１３２を露出する第３コンタクトホールＣＨ３
を含むことができる。
【００４５】
　ここで、保護層１３４および層間絶縁層１２８には、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ
３を区画するホールｈが形成され得る。すなわち、保護層１３４および層間絶縁層１２８
のホールｈにより各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ
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３が区画され得、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は、互いに離隔して画素領域ＳＰ１、
ＳＰ２、ＳＰ３別にそれぞれ配置され得る。
【００４６】
　なお、図２には、保護層１３４および層間絶縁層１２８にホールが形成されたことを図
示したが、これは、一つの例示であり、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に発光ダイ
オードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を区画できるホールｈが形成される多様な構造を有することがで
きる。
【００４７】
　このようなホールｈは、露光マスクを利用した露光、現象工程を進行して形成すること
ができる。
【００４８】
　また、保護層１３４の上部に第１電極１４１が配置され得る。
【００４９】
　ここで、第１電極１４１は、発光層１４２に電子または正孔のうち一つを供給するため
のアノードまたはカソードであってもよい。
【００５０】
　本発明の第１実施形態による電界発光表示装置１００の第１電極１４１がアノードであ
る場合を例示して説明する。
【００５１】
　第１電極１４１は、インジウムスズオキシド（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ：Ｉ
ＴＯ）のような透明導電物質の単一層で形成され得、マイクロキャビティ（ｍｉｃｒｏ　
ｃａｖｉｔｙ）効果を得るために、アルミニウムとチタニウムの積層構造（Ｔｉ／Ａｌ／
Ｔｉ）、アルミニウムとＩＴＯの積層構造（ＩＴＯ／Ａｌ／ＩＴＯ）、ＡＰＣ合金、およ
びＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（ＩＴＯ／ＡＰＣ／ＩＴＯ）のような反射率が高い金属
物質で形成されてもよい。ＡＰＣ合金は、銀（Ａｇ）、パラジウム（Ｐｄ）、および銅（
Ｃｕ）の合金を意味する。
【００５２】
　第１電極１４１は、保護層１３４に形成された第３コンタクトホールＣＨ３を介して薄
膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３のソース電極１３２とそれぞれ連結され得、各画
素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離されて形成され得る。
【００５３】
　本発明の第１実施形態による電界発光表示装置１００は、Ｎ型薄膜トランジスタを一例
として第１電極１４１がソース電極１３２と連結されると説明したが、これに限定される
ものではなく、薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３がＰ型薄膜トランジスタである
場合には、第１電極１４１がドレーン電極１３０に連結されてもよい。
【００５４】
　また、第１電極１４１には、第１電極１４１のエッジを覆う絶縁パターンＩＰが配置さ
れ得る。すなわち、第１電極１４１の側面と上面の一部を覆う絶縁パターンＩＰが配置さ
れ得る。
【００５５】
　絶縁パターンＩＰは、シリコン酸化物からなることができるが、これに限定されるもの
ではない。
【００５６】
　ここで、絶縁パターンＩＰは、第１電極１４１の段差を緩和して電流効率を向上させる
ことができる。すなわち、第１電極１４１の上部に発光層１４２を形成する時、第１電極
１４１の段差領域で発光層１４２の厚さが薄く形成されて、発光に寄与しない電流が集中
するのを防止することができる。
【００５７】
　また、第１電極１４１と絶縁パターンＩＰの上部には、発光層１４２が配置され得る。
【００５８】
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　ここで、発光層１４２は、白色光を発光することができる。例えば、白色光を発光する
ために複数の発光層が積層された構造（ｔａｎｄｅｍ　ｗｈｉｔｅ）であってもよい。例
えば、青色光を発光する第１発光層と、第１発光層上に配置され、青色と混合して白色と
なる色の光を発光する第２発光層とを含むことができ、第２発光層は、黄緑色の光を発光
する発光層であってもよい。ただし、これに限定されるものではなく、発光層１４２は、
各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に青色光、赤色光、緑色光のうち一つを発光する発
光層１４２がそれぞれ配置されてもよい。
【００５９】
　また、発光層１４２の発光物質は、略１．８以上の屈折率を有する有機発光物質である
か、または量子ドット（ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔ）のような無機発光物質であってもよい
。
【００６０】
　また、発光層１４２は、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３全面のモルフォロジー（ｍｏ
ｒｐｈｏｌｏｇｙ）による形状に配置され得る。
【００６１】
　すなわち、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された第１電極１４１および絶
縁パターンＩＰと、保護層１３４および層間絶縁層１２８に形成されたホールｈのモルフ
ォロジーによる形状に配置され得る。
【００６２】
　また、発光層１４２上に発光層１４２に電子または正孔のうち一つを供給するための第
２電極１４３が配置され得る。
【００６３】
　ここで、第２電極１４３は、アノードまたはカソードであってもよい。
【００６４】
　本発明の第１実施形態による電界発光表示装置１００の第２電極１４３がカソードであ
る場合を例示して説明する。
【００６５】
　ここで、第２電極１４３は、発光層１４２のモルフォロジーによって形成される。すな
わち、発光層１４２の形態によって発光層１４２を覆うように形成され得る。
【００６６】
　第２電極１４３は、光を透過させることができるＩＴＯ、ＩＺＯのような透明な金属物
質（ＴＣＯ、Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）で形
成されるか、またはマグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、またはマグネシウム（Ｍｇ）と
銀（Ａｇ）の合金のような半透過金属物質（Ｓｅｍｉ－ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｖｅ　Ｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）で形成され得る。
【００６７】
　このように、第１電極１４１、絶縁パターンＩＰ、発光層１４２および第２電極１４３
が重なって発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を構成し、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３
は、互いに離隔し、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応してそれぞれ配置され得る
。
【００６８】
　また、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３ごとに形成された発光ダイオードＤ１、Ｄ２
、Ｄ３の上部には、封止層１７０が配置され得る。
【００６９】
　本発明の第１実施形態による電界発光表示装置１００の封止層１７０は、第１屈折率を
有する封止膜１７１と、第１屈折率より小さい第２屈折率を有する第１隔壁ＰＷ１とを含
むことができる。
【００７０】
　ここで、封止膜１７１は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された発光ダイ
オードＤ１、Ｄ２、Ｄ３のモルフォロジーによって形成され得る、すなわち、発光ダイオ
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ードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の最上部に配置された第２電極１４３のモルフォロジーによって形
成され得る。
【００７１】
　このように、封止膜１７１が第２電極１４３のモルフォロジーによって配置されること
により、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の境界部に対応する封止膜１７１に溝が形成さ
れ得る。
【００７２】
　ここで、封止膜１７１は、無機膜からなることができ、多層構造を有してもよい。
【００７３】
　例えば、封止膜１７１は、シリコン窒化物、アルミニウム窒化物、ジルコニウム窒化物
、チタニウム窒化物、ハフニウム窒化物、タンタル窒化物、シリコン酸化物、アルミニウ
ム酸化物またはチタニウム酸化物で形成された少なくとも一つの層を含むことができる。
【００７４】
　また、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の境界部に対応する封止膜１７１の溝には、バ
ー（ｂａｒ）形状の第１隔壁ＰＷ１が配置され得る。
【００７５】
　図面には、第１隔壁ＰＷ１の上段部の幅が増加した形状で図示したが、これは、一つの
例示であり、第１隔壁ＰＷ１は、同じ幅で形成され得る。
【００７６】
　第１隔壁ＰＷ１は、封止膜１７１の第１屈折率より小さい第２屈折率を有する有機物質
であってもよい。例えば、第１屈折率は、１．５６～１．８５であってもよく、第２屈折
率は、１．０～１．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【００７７】
　このように、第１隔壁ＰＷ１が封止膜１７１より小さい屈折率を有することにより、発
光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の発光層１４２から封止膜１７１に傾斜して入力された光
は、第１隔壁ＰＷ１により反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上
部領域に出力され得る。これにより、電界発光表示装置１００の光抽出効率を向上させる
と同時に、混色を防止することができる。
【００７８】
　また、それぞれの発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を覆う封止膜１７１と封止膜との間
に第１隔壁ＰＷ１を介して発光層１４２と第２電極１４３に酸素または水分が浸透するの
をより効果的に遮断することができる。
【００７９】
　なお、封止層１７０の上部には、カラーフィルター層１８０が配置され得る。
【００８０】
　ここで、カラーフィルター層１８０は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応して
形成されたカラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５と、カラーフィルターパタ
ーン１８１、１８３、１８５の間に形成されたバー形状の第２隔壁ＰＷ２とを含むことが
できる。
【００８１】
　図面には、第２隔壁ＰＷ２の上段部の幅が増加した形状で図示したが、これは、一つの
例示であり、第２隔壁ＰＷ２は、同じ幅で形成され得る。
【００８２】
　カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５は、第３屈折率を有することができ
、第２隔壁ＰＷ２は、第３屈折率より小さい第４屈折率を有することができる。
【００８３】
　ここで、第３屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第４屈折率は、１．０～１
．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【００８４】
　また、第２隔壁ＰＷ２は、シリコン酸化物からなるが、これに限定されるものではない
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。
【００８５】
　このように、第２隔壁ＰＷ２がカラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５より
小さい屈折率を有することにより、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の発光層１４２から
カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５に傾斜して入力された光は、第２隔壁
ＰＷ２により反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出力
され得る。これにより、視野方向によって混色が発生する問題を防止することができる。
【００８６】
　ひいては、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５の間に形成される第２隔
壁ＰＷ２は、微細な幅を有するので、従来のブラックマトリックスを配置した場合に比べ
て、発光面積を増加させることができる。
【００８７】
　特に、本発明の第１実施形態による電界発光表示装置１００の第２隔壁ＰＷ２は、第１
隔壁ＰＷ１に対応して形成され得る。すなわち、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２は、第
１基板１１０に垂直な第１方向に並んで配置され得る。
【００８８】
　このように、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２を第１方向に並んで配置することにより
、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３か
ら出力される光を各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出力され得る
ようにして、光抽出効率を向上させると同時に、混色を効果的に防止することができる。
【００８９】
　図３は、本発明の第１実施形態による電界発光表示装置の一部を拡大して示す図である
。
【００９０】
　図３に示されるように、本発明の第１実施形態による電界発光表示装置（図２の１００
）は、基板（図２の１１０）と、基板（図２の１１０）の上部に配置される発光ダイオー
ドＤと、発光ダイオードＤの上部に配置される封止層１７０と、封止層１７０の上部に配
置されるカラーフィルター層１８０とを含むことができる。
【００９１】
　基板（図２の１１０）と発光ダイオードＤとの間には、層間絶縁層１２８および保護層
１３４が配置され得る。
【００９２】
　ここで、保護層１３４および層間絶縁層１２８には、画素領域ＳＰを区画するホールｈ
が形成されていて、画素領域ＳＰに対応して発光ダイオードＤが配置され得る。
【００９３】
　すなわち、このような保護層１３４および層間絶縁層１２８にホールｈが形成されるこ
とにより、従来の電界発光表示装置において画素領域ＳＰを区画するために形成されたバ
ンク層を削除することができ、工程を簡素化させることができる。
【００９４】
　また、保護層１３４の上部に第１電極１４１が配置され得、第１電極１４１には、第１
電極１４１のエッジを覆う絶縁パターンＩＰが配置され得る。
【００９５】
　このような絶縁パターンＩＰにより第１電極１４１の上部に発光層１４２を形成する時
、第１電極１４１の段差領域で発光層１４２の厚さが薄く形成されて、発光に寄与しない
電流が集中するのを防止することができ、電流効率を向上させることができる。
【００９６】
　また、第１電極１４１と絶縁パターンＩＰの上部には、発光層１４２が配置され得る。
【００９７】
　ここで、発光層１４２は、第１電極１４１および絶縁パターンＩＰと保護層１３４およ
び層間絶縁層１２８に形成されたホールｈのモルフォロジーによる形状で配置され得る。
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【００９８】
　また、発光層１４２上に第２電極１４３が配置され得る。
【００９９】
　ここで、第２電極１４３は、発光層１４２のモルフォロジーによる形状に配置され得る
。
【０１００】
　このような第１電極１４１、絶縁パターンＩＰ、発光層１４２および第２電極１４３は
、発光ダイオードＤを構成し、隣り合う発光ダイオードＤは、互いに離隔し、画素領域Ｓ
Ｐに対応してそれぞれ配置され得る。
【０１０１】
　また、発光ダイオードＤの上部には、第１屈折率を有する封止膜１７１と、第１屈折率
より小さい第２屈折率を有する第１隔壁ＰＷ１とを含む封止層１７０が配置され得る。
【０１０２】
　特に、封止膜１７１は、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３のモルフォロジーによって形
成され得る、すなわち、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の最上部に配置された第２電極
１４３のモルフォロジーによって形成され得る。
【０１０３】
　このように、封止膜１７１が第２電極１４３のモルフォロジーによって配置されること
により、それぞれの発光ダイオードＤごとに封止膜１７１が覆う構造を有することとなり
、発光層１４２と第２電極１４３に酸素または水分が浸透するのをより効果的に遮断する
ことができる。
【０１０４】
　ここで、封止膜１７１は、無機膜からなることができ、多層構造を有してもよい。
【０１０５】
　また、画素領域ＳＰの境界部に対応する封止膜１７１の溝には、第１隔壁ＰＷ１が配置
され得る。
【０１０６】
　第１隔壁ＰＷ１の中段部は、バー形状であってもよく、第１隔壁ＰＷ１の上段部は、上
部に行くほど幅が増加する形状であってもよい。ただし、これは、一つの例示であり、第
１隔壁ＰＷ１は、上段部と中段部が同じ幅で形成され得る。
【０１０７】
　ここで、第１隔壁ＰＷ１の中段部の幅ｄ１は、２μｍ～３μｍであってもよく、上段部
の幅は、これより大きい幅を有してもよく、これと同じ幅を有してもよい。ただし、これ
に限定されるものではなく、画素領域ＳＰのサイズおよび解像度などに応じて多様に変形
され得る。
【０１０８】
　また、第１隔壁ＰＷ１の高さＨ１は、それぞれ７μｍ～９μｍであってもよいが、これ
に限定されるものではなく、保護層１３４、層間絶縁層１２８および発光ダイオードＤの
厚さなどに応じて多様に変形され得る。
【０１０９】
　また、保護層１３４および層間絶縁層１２８は、第１隔壁ＰＷ１により各画素領域ＳＰ
１、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離される形状であってもよい。
【０１１０】
　ここで、第１隔壁ＰＷ１は、封止膜１７１の第１屈折率より小さい第２屈折率を有する
有機物質であってもよい。例えば、第１屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第
２屈折率は、１．０～１．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０１１１】
　このように、第１隔壁ＰＷ１が封止膜１７１より小さい屈折率を有することにより、発
光ダイオードＤの発光層１４２から封止膜１７１に傾斜して入力された光Ｌ１は、第１隔
壁ＰＷ１により反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出
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力され得る。これにより、電界発光表示装置１００の光抽出効率を向上させると同時に、
混色を防止することができる。
【０１１２】
　また、発光ダイオードＤのそれぞれを覆う封止膜１７１の間に第１隔壁ＰＷ１を形成し
て、発光層１４２と第２電極１４３への酸素または水分の浸透防止効率をさらに向上させ
ることができる。
【０１１３】
　なお、封止層１７０の上部には、カラーフィルター層１８０が配置され得る。
【０１１４】
　ここで、カラーフィルター層１８０は、画素領域ＳＰに対応してそれぞれ形成されたカ
ラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５と、カラーフィルターパターン１８１、
１８３、１８５の間に形成された第２隔壁ＰＷ２とを含むことができる。
【０１１５】
　すなわち、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５は、発光ダイオードＤに
それぞれ対応して配置され得る。
【０１１６】
　また、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５のエッジは、曲面形状を有す
ることができる。
【０１１７】
　したがって、発光ダイオードＤから白色光が出力された場合には、白色光は、カラーフ
ィルターパターン１８１、１８３、１８５を介して特定の色に変換され得る。
【０１１８】
　ひいては、各発光ダイオードＤから互いに波長帯の光が出力される場合、カラーフィル
ターパターン１８１、１８３、１８５を発光ダイオードＤにそれぞれ対応して配置するこ
とにより、互いに異なる波長帯の光が互いに混ざってブラーリング現象およびゴースト現
象が発生するのを防止することもできる。
【０１１９】
　カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５は、第３屈折率を有することができ
、第２隔壁ＰＷ２は、第３屈折率より小さい第４屈折率を有することができる。
【０１２０】
　ここで、第３屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第４屈折率は、１．０～１
．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０１２１】
　第２隔壁ＰＷ２の中段部は、バー形状を有することができ、第２隔壁ＰＷ２の上段部は
、上部に行くほど幅が増加する形状であってもよい。
【０１２２】
　また、第２隔壁ＰＷ２の中段部の幅ｄ２は、２μｍ～３μｍであってもよく、上段部の
幅は、これより大幅を有してもよく、これと同じ幅を有してもよい。ただし、これに限定
されるものではない、
【０１２３】
　また、第２隔壁ＰＷ２の高さＨ２は、それぞれ７μｍ～９μｍであってもよいが、これ
に限定されるものではなく、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５の厚さな
どに応じて多様に変形され得る。
【０１２４】
　また、第２隔壁ＰＷ２は、シリコン酸化物からなるが、これに限定されるものではない
。エアーギャップで形成されてもよい。
【０１２５】
　このように、第２隔壁ＰＷ２がカラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５より
小さい屈折率を有することにより、発光ダイオードＤの発光層１４２からカラーフィルタ
ーパターン１８１、１８３、１８５に傾斜して入力された光Ｌ２は、第２隔壁ＰＷ２によ
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り反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出力され得る。
これにより、視野方向によって混色が発生する問題を防止することができる。
【０１２６】
　ひいては、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５の間に形成される第２隔
壁ＰＷ２は、微細な幅ｄ２を有するので、従来のブラックマトリックスを配置した場合に
比べて、発光面積を増加させることができる。
【０１２７】
　また、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５のそれぞれの上面には、散乱
層ＳＬが配置され得る。
【０１２８】
　ここで、散乱層ＳＬは、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５のそれぞれ
の上面に形成された凹凸パターンであってもよいが、これに限定されるものではなく、ビ
ーズ（ｂｅａｄ）を含む物質層で構成され得る。
【０１２９】
　これにより、カラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５を通過して外部に出力
される光を多様な方向に散乱させることができる。
【０１３０】
　特に、画素領域ＳＰの境界でカラーフィルターパターン１８１、１８３、１８５に垂直
に入射した光Ｌ３の一部を第２隔壁ＰＷ２の方向に散乱させて、ＶＲ（Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ｒｅａｌｉｔｙ）機器のように画面と目が近接した状態で映像を視聴する場合、微細な第
２隔壁ＰＷ２が暗部として視認されて発生し得る格子感を防止することができる。
【０１３１】
　特に、本発明の第１実施例による電界発光表示装置１００の第２隔壁ＰＷ２は、第１隔
壁ＰＷ１に対応して形成され得る。
【０１３２】
　すなわち、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２は、第１基板１１０に垂直な第１方向１Ａ
に並んで配置され得る。
【０１３３】
　このように、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２を第１方向１Ａに並んで配置することに
より、各画素領域ＳＰ別に形成された発光ダイオードＤから出力される光を各画素領域Ｓ
Ｐに対応する上部領域に出力され得るようにすることにより、光抽出効率を向上させると
同時に、混色を効果的に防止することができる。
【０１３４】
＜第２実施形態＞
【０１３５】
　以下では、第１実施形態と同一または類似した構成に関する具体的な説明は省略され得
る。
【０１３６】
　図４は、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置を概略的に示す断面図である。
【０１３７】
　図４に示されるように、本発明の実施形態による電界発光表示装置２００は、基板２１
０と、基板２１０上部の各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に形成される薄膜トランジス
タＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３および発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３と、発光ダイオードＤ
１、Ｄ２、Ｄ３の上部に配置される封止層２７０と、封止層２７０の上部に配置されるカ
ラーフィルター層２８０とを含むことができる。
【０１３８】
　すなわち、下板、ＴＦＴ基板またはバックプレーンとも呼ばれる基板２１０の上部には
、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３およ
び発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３がそれぞれ形成され得る。
【０１３９】
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　ここで、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３は、青色画素領域ＳＰ１、赤色画素領域Ｓ
Ｐ２、緑色画素領域ＳＰ３を含むことができるが、これに限定されるものではなく、白色
画素領域をさらに含むこともできる。
【０１４０】
　各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に半導体層２２２が形成され、半導体層２２２の
上部には、ゲート絶縁層２２４が画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の全面に形成され得る
。
【０１４１】
　また、半導体層２２２に対応するゲート絶縁層２２４の上部には、ゲート電極２２６が
形成され、ゲート電極２２６の上部には、層間絶縁層２２８が形成されるが、層間絶縁層
２２８およびゲート絶縁層２２４は、半導体層２２２のソース領域およびドレーン領域を
それぞれ露出する第１および第２コンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２を含むことができる。
【０１４２】
　半導体層２２２に対応する層間絶縁層２２８の上部には、互いに離隔するソース電極２
３２およびドレーン電極２３０が形成されるが、ソース電極２３２およびドレーン電極２
３０は、それぞれ第１および第２コンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２を介して半導体層２２
２のソース領域およびドレーン領域に連結され得る。
【０１４３】
　ここで、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された半導体層２２２、ゲート電
極２２６、ソース電極２３２およびドレーン電極２３０は、それぞれ薄膜トランジスタＴ
ｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３を構成することができる。
【０１４４】
　それぞれの薄膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３の上部には、保護層２３４が形成
されるが、保護層２３４は、ソース電極２３２を露出する第３コンタクトホールＣＨ３を
含むことができる。
【０１４５】
　ここで、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００は、層間絶縁層２２８お
よび保護層２３４には、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３を区画するホールｈ１、ｈ２
が形成され得る。すなわち、層間絶縁層２２８および保護層２３４のホールｈ１、ｈ２に
より各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３が区画され
得、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は、互いに離隔して、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、Ｓ
Ｐ３別にそれぞれ配置され得る。
【０１４６】
　特に、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００は、層間絶縁層２２８に形
成されたホールｈ１の幅が、保護層２３４に形成されたホールｈ２の幅より大きく形成さ
れ得る。
【０１４７】
　すなわち、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に配置される保護層２３４の幅より層間
絶縁層２２８が小さい幅を有するアンダーカット（ｕｎｄｅｒ　ｃｕｔ）形態を成すこと
が特徴である。
【０１４８】
　また、保護層２３４の上面および側面を覆う第１電極２４１が配置され得る。
【０１４９】
　第１電極２４１は、保護層２３４に形成された第３コンタクトホールＣＨ３を介して薄
膜トランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３のソース電極２３２とそれぞれ連結され得、各画
素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離されて形成され得る。
【０１５０】
　ここで、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００は、層間絶縁層２２８と
保護層２３４がアンダーカット形態を有することにより、一回の工程で各画素領域ＳＰ１
、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離した第１電極２４１を形成することができ、工程を簡素化させ
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ることができる。
【０１５１】
　また、第１電極２４１の側面と上面の一部を覆う絶縁パターンＩＰが配置され得る。
【０１５２】
　絶縁パターンＩＰは、シリコン酸化物からなるが、これに限定されるものではない。
【０１５３】
　ここで、絶縁パターンＩＰは、第１電極２４１の段差を緩和して電流効率を向上させる
ことができる。すなわち、第１電極２４１の上部に発光層２４２を形成する時、第１電極
２４１の段差領域で発光層２４２の厚さが薄く形成されて、発光に寄与しない電流が集中
するのを防止することができる。
【０１５４】
　また、第１電極２４１と絶縁パターンＩＰを覆う発光層２４２が配置され得る。
【０１５５】
　ここで、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００は、層間絶縁層２２８と
保護層２３４がアンダーカット形態を有することにより、一回の工程で各画素領域ＳＰ１
、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離した発光層２４２を形成することができる。
【０１５６】
　ここで、発光層２４２は、白色光を発光することができるが、これに限定されるもので
はなく、発光層２４２は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に青色光、赤色光、緑色
光のうち一つを発光する発光層２４２がそれぞれ配置されてもよい。
【０１５７】
　また、発光層２４２の発光物質は、略１．８以上の屈折率を有する有機発光物質である
か、または量子ドットのような無機発光物質であってもよい。
【０１５８】
　発光層２４２の上面および側面を覆う第２電極２４３が配置され得る。
【０１５９】
　図４には、第２電極２４３が各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離されたものの
ように図示されているが、図４に示された断面と垂直な方向の断面で互いに連結されてい
てもよい。
【０１６０】
　このように、第１電極２４１、絶縁パターンＩＰ、発光層２４２および第２電極２４３
は、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を構成し、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は、互
いに離隔し、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応してそれぞれ配置され得る。
【０１６１】
　また、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３ごとに形成された発光ダイオードＤ１、Ｄ２
、Ｄ３の上部には、封止層２７０が配置され得る。
【０１６２】
　本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００の封止層２７０は、第１屈折率を
有する封止膜２７１と、第１屈折率より小さい第２屈折率を有する第１隔壁ＰＷ１とを含
むことができる。
【０１６３】
　ここで、封止膜２７１は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された発光ダイ
オードＤ１、Ｄ２、Ｄ３をそれぞれ覆う形態に配置され得る。
【０１６４】
　ここで、封止膜２７１は、無機膜からなることができ、多層構造を有してもよい。
【０１６５】
　なお、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の間には、残膜ＯＭが存在し得る。
【０１６６】
　ここで、残膜ＯＭは、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３および封止膜２７１を形成する
材料が製造工程中に層間絶縁層２２８のホールｈ１に残されたものである。
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【０１６７】
　また、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の境界部に対応する封止膜２７１の間には、第
１隔壁ＰＷ１が配置され得る。
【０１６８】
　図面には、第１隔壁ＰＷ１の中段部は、バー形状であり、第１隔壁ＰＷ１の上段部の幅
が増加した形状で図示したが、これは、一つの例示であり、第１隔壁ＰＷ１は、上段部が
中段部と同じ幅で形成され得る。
【０１６９】
　また、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００の第１隔壁ＰＷ１の下段部
は、中段部の幅より広く形成され得、第１隔壁ＰＷ１の下面は、残膜ＯＭと接触すること
ができる。
【０１７０】
　第１隔壁ＰＷ１は、封止膜２７１の第１屈折率より小さい第２屈折率を有する有機物質
であってもよい。例えば、第１屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第２屈折率
は、１．０～１．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０１７１】
　このように、第１隔壁ＰＷ１が 封止膜２７１より小さい屈折率を有することにより、
発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の発光層２４２から封止膜２７１に傾斜して入力された
光は、第１隔壁ＰＷ１により反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する
上部領域に出力され得る。これにより、電界発光表示装置２００の光抽出効率を向上させ
ると同時に、混色を防止することができる。
【０１７２】
　また、それぞれの発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を覆う封止膜２７１と封止膜との間
に第１隔壁ＰＷ１を介して発光層２４２と第２電極２４３に酸素または水分が浸透するの
をより効果的に遮断することができる。
【０１７３】
　さらに、第１隔壁ＰＷ１の下段部は、中段部の幅より広く形成され、第１隔壁ＰＷ１の
下面が残膜ＯＭと接触する構造を有することにより、酸素および水分の浸透防止効率をさ
らに向上させることができる。
【０１７４】
　なお、封止層２７０の上部には、カラーフィルター層２８０が配置され得る。
【０１７５】
　ここで、カラーフィルター層２８０は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応して
形成されたカラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５と、カラーフィルターパタ
ーン２８１、２８３、２８５の間に形成された第２隔壁ＰＷ２とを含むことができる。
【０１７６】
　ここで、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５のエッジは、曲面形状を有
してもよい。
【０１７７】
　カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５は、第３屈折率を有することができ
、第２隔壁ＰＷ２は、第３屈折率より小さい第４屈折率を有することができる。
【０１７８】
　ここで、第３屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第４屈折率は、１．０～１
．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０１７９】
　また、第２隔壁ＰＷ２は、シリコン酸化物からなるが、これに限定されるものではない
。
【０１８０】
　このように、第２隔壁ＰＷ２がカラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５より
小さい屈折率を有することにより、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の発光層２４２から
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カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５に傾斜して入力された光は、第２隔壁
ＰＷ２により反射して、当該画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出力
され得る。これにより、視野方向によって混色が発生する問題を防止することができる。
【０１８１】
　ひいては、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５の間に形成される第２隔
壁ＰＷ２は、微細な幅を有するので、従来のブラックマトリックスを配置した場合に比べ
て、発光面積を増加させることができる。
【０１８２】
　特に、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００の第２隔壁ＰＷ２は、第１
隔壁ＰＷ１に対応して形成される。
【０１８３】
　すなわち、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２は、第１基板２１０に垂直な第１方向に並
んで配置され得る。
【０１８４】
　このように、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２を第１方向に並んで配置することにより
、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３か
ら出力される光を各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応する上部領域に出力され得る
ようにすることにより、光抽出効率を向上させると同時に、混色を効果的に防止すること
ができる。
【０１８５】
　図５は、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置の一部を拡大して示す図である
。
【０１８６】
　図５に示されるように、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置（図４の２００
）は、基板（図４の２１０）と、基板（図４の２１０）の上部に発光ダイオードＤと、発
光ダイオードＤの上部に配置される封止層２７０と、封止層２７０の上部に配置されるカ
ラーフィルター層２８０とを含むことができる。
【０１８７】
　基板（図４の２１０）と発光ダイオードＤとの間には、層間絶縁層２２８および保護層
２３４が配置され得る。
【０１８８】
　ここで、層間絶縁層２２８および保護層２３４には、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ
３を区画するホールｈ１、ｈ２が形成されていて、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は、
互いに離隔して、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別にそれぞれ配置され得る。
【０１８９】
　このような保護層２３４および層間絶縁層２２８にホールｈ１、ｈ２が形成されること
により、従来の電界発光表示装置において画素領域ＳＰを区画するために形成されたバン
ク層を削除することができ、工程を簡素化させることができる。
【０１９０】
　また、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に配置される保護層２３４の幅より層間絶縁
層２２８が小さい幅を有するアンダーカット形態を成すことが特徴である。
【０１９１】
　また、保護層２３４の上面および側面を覆う第１電極２４１が配置され得る。
【０１９２】
　ここで、層間絶縁層２２８と保護層２３４がアンダーカット形態を有することにより、
一回の工程で各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離した第１電極２４１を形成する
ことができ、工程を簡素化させることができる。
【０１９３】
　また、第１電極２４１の上面の一部および側面に絶縁パターンＩＰが配置され得る。
【０１９４】
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　このような絶縁パターンＩＰにより第１電極２４１の上部に発光層２４２を形成する時
、第１電極２４１の段差領域で発光層２４２の厚さが薄く形成されて、発光に寄与しない
電流が集中するのを防止することができ、電流効率を向上させることができる。
【０１９５】
　また、第１電極２４１と絶縁パターンＩＰを覆う発光層２４２が配置され得る。
【０１９６】
　ここで、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００は、層間絶縁層２２８と
保護層２３４がアンダーカット形態を有することにより、一回の工程で各画素領域ＳＰ１
、ＳＰ２、ＳＰ３別に分離した発光層２４２を形成することができる。
【０１９７】
　また、発光層２４２の上面および側面を覆う第２電極２４３が配置され得る。
【０１９８】
　このように、第１電極２４１、絶縁パターンＩＰ、発光層２４２および第２電極２４３
は、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を成し、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は、互い
に離隔し、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３に対応してそれぞれ配置され得る。
【０１９９】
　また、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３ごとに形成された発光ダイオードＤ１、Ｄ２
、Ｄ３の上部には、封止層２７０が配置され得る。
【０２００】
　ここで、封止層２７０は、第１屈折率を有する封止膜２７１と、第１屈折率より小さい
第２屈折率を有する第１隔壁ＰＷ１とを含むことができる。
【０２０１】
　ここで、封止膜２７１は、各画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３別に形成された発光ダイ
オードＤ１、Ｄ２、Ｄ３をそれぞれ覆う形態に配置され得る。
【０２０２】
　ここで、封止膜２７１は、無機膜からなることができ、多層構造を有してもよい。
【０２０３】
　このように、それぞれの発光ダイオードＤごとに封止膜２７１が覆う構造を有すること
となり、発光層２４２と第２電極２４３に酸素または水分が浸透するのをより効果的に遮
断することができる。
【０２０４】
　なお、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の間には、残膜ＯＭが存在し得る。
【０２０５】
　ここで、残膜ＯＭは、発光ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３および封止膜２７１を形成する
材料が製造工程中に層間絶縁層２２８のホールｈ１に残されたものである。
【０２０６】
　また、画素領域ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３の境界部に対応する封止膜２７１の間には、第
１隔壁ＰＷ１が配置され得る。
【０２０７】
　図面には第１隔壁ＰＷ１の中段部は、バー形状を有し、第１隔壁ＰＷ１の上段部の幅が
増加した形状で図示したが、これは、一つの例示であり、第１隔壁ＰＷ１は、上段部が中
段部と同じ幅で形成され得る。
【０２０８】
　また、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置２００の第１隔壁ＰＷ１の下段部
は、中段部の幅より広く形成され得、第１隔壁ＰＷ１の下面は、残膜ＯＭと接触すること
ができる。
【０２０９】
　ここで、第１隔壁ＰＷ１の中段部の幅ｄ１は、２μｍ～３μｍであってもよく、上段部
の幅は、これより大きい幅を有してもよく、これと同じ幅を有してもよい。ただし、これ
に限定されるものではなく、画素領域ＳＰのサイズおよび解像度などに応じて第１隔壁Ｐ
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Ｗ１のサイズおよび形態は多様に変形され得る。
【０２１０】
　また、第１隔壁ＰＷ１の高さＨ１は、それぞれ７μｍ～９μｍであってもよいが、これ
に限定されるものではなく、保護層２３４、層間絶縁層２２８および発光ダイオードＤの
厚さなどに応じて多様に変形され得る。
【０２１１】
　ここで、第１隔壁ＰＷ１は、封止膜２７１の第１屈折率より小さい第２屈折率を有する
有機物質であってもよい。例えば、第１屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第
２屈折率は、１．０～１．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０２１２】
　このように、第１隔壁ＰＷ１が封止膜２７１より小さい屈折率を有することにより、発
光ダイオードＤの発光層２４２から封止膜２７１に傾斜して入力された光Ｌ１は、第１隔
壁ＰＷ１に反射して上部に出力され得る。これにより、電界発光表示装置２００の光抽出
効率を向上させると同時に、混色を防止することができる。
【０２１３】
　また、発光ダイオードＤのそれぞれを覆う封止膜２７１の間に第１隔壁ＰＷ１を形成し
て、発光層２４２と第２電極２４３に酸素および水分の浸透防止効率をさらに向上させる
ことができる。
【０２１４】
　さらに、第１隔壁ＰＷ１の下段部は、中段部の幅より広く形成され、第１隔壁ＰＷ１の
下面が残膜ＯＭと接触する構造を有することにより、発光ダイオードＤの安定性をさらに
向上させることができる。
【０２１５】
　なお、封止層２７０の上部には、カラーフィルター層２８０が配置され得る。
【０２１６】
　ここで、カラーフィルター層２８０は、画素領域ＳＰに対応してそれぞれ形成されたカ
ラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５と、カラーフィルターパターン２８１、
２８３、２８５の間に形成された第２隔壁ＰＷ２とを含むことができる。
【０２１７】
　カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５は、第３屈折率を有することができ
、第２隔壁ＰＷ２は、第３屈折率より小さい第４屈折率を有することができる。
【０２１８】
　ここで、第３屈折率は、１．６～１．８５であってもよく、第４屈折率は、１．０～１
．５５であってもよいが、これに限定されるものではない。
【０２１９】
　また、第２隔壁ＰＷ２の中段部の幅ｄ２は、２μｍ～３μｍであってもよく、上段部の
幅は、これより大きい幅を有してもよく、これと同じ幅を有してもよい。ただし、これに
限定されるものではない。
【０２２０】
　また、第２隔壁ＰＷ２の高さＨ２は、それぞれ７μｍ～９μｍであってもよいが、これ
に限定されるものではなく、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５の厚さな
どに応じて多様に変形され得る。
【０２２１】
　また、第２隔壁ＰＷ２は、シリコン酸化物からなるが、これに限定されるものではない
。エアーギャップで形成されてもよい。
【０２２２】
　このように、第２隔壁ＰＷ２がカラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５より
小さい屈折率を有することにより、発光ダイオードＤの発光層２４２からカラーフィルタ
ーパターン２８１、２８３、２８５に傾斜して入力された光Ｌ２は、第２隔壁ＰＷ２に反
射して上部に出力され得る。これにより、視野方向によって混色が発生する問題を防止す
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ることができる。
【０２２３】
　ひいては、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５の間に形成される第２隔
壁ＰＷ２は、微細な幅ｄ２を有するので、従来のブラックマトリックスを配置した場合に
比べて、発光面積を増加させることができる。
【０２２４】
　また、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５のそれぞれの上面には、散乱
層ＳＬが配置され得る。
【０２２５】
　ここで、散乱層ＳＬは、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５のそれぞれ
の上面に形成された凹凸パターンであってもよいが、これに限定されるものではなく、ビ
ーズ（ｂｅａｄ）を含む物質層で構成され得る。
【０２２６】
　これにより、カラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５を通過して外部に出力
される光を多様な方向に散乱させることができる。
【０２２７】
　特に、画素領域ＳＰの境界でカラーフィルターパターン２８１、２８３、２８５に垂直
に入射した光Ｌ３の一部を第２隔壁ＰＷ２の方向に散乱させて、ＶＲ（Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ｒｅａｌｉｔｙ）機器のように画面と目が近接した状態で映像を視聴する場合、微細な第
２隔壁ＰＷ２が暗部として視認されて発生し得る格子感を防止することができる。
【０２２８】
　特に、本発明の第２実施形態による電界発光表示装置（図４の２００）の第２隔壁ＰＷ
２は、第１隔壁ＰＷ１に対応して形成され得る。
【０２２９】
　すなわち、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２は、第１基板２１０に垂直な第１方向１Ａ
に並んで配置され得る。
【０２３０】
　このように、第１隔壁ＰＷ１と第２隔壁ＰＷ２を第１方向１Ａに並んで配置することに
より、各画素領域ＳＰ別に形成された発光ダイオードＤから出力される光を各画素領域Ｓ
Ｐに対応する上部領域に出力され得るようにすることにより、光抽出効率を向上させると
同時に、混色を効果的に防止することができる。
【０２３１】
　図６は、本発明の第１および第２実施形態の第１および第２隔壁の屈折率による光抽出
効率を概略的に示すグラフである。
【０２３２】
　すなわち、図６は、封止膜（図５の２７１）およびカラーフィルターパターン（図５の
２８１、２８３、２８５）の屈折率が１．７である場合、第１および第２隔壁（図５のＰ
Ｗ１、ＰＷ２）の屈折率の変化による光抽出効率を示すグラフである。
【０２３３】
　図６に示されるように、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が１．
５５から１．４に小さくなるほど光抽出効率が増加することが分かる。
【０２３４】
　すなわち、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が１．５５である場
合、光抽出効率が４７であり、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が
１．５である場合、光抽出効率が５１であり、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ
２）の屈折率が１．４５である場合、光抽出効率が５５．５であり、第１および第２隔壁
（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が１．４である場合、光抽出効率が５９であることが
示されている。
【０２３５】
　このように、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が１．４である場
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【０２３６】
　すなわち、第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率が１．４である場合
、発光ダイオードＤから外側に傾斜して出力される光は、第１、第２隔壁（図５のＰＷ１
、ＰＷ２）を介して光の経路が調節されて、外部に最も多く出力され得る。前述では、第
２実施形態における第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）のみを一例として挙げ
ているが、図６は、第１実施形態における第１および第２隔壁（図３のＰＷ１、ＰＷ２）
にも適用され得る。
【０２３７】
　これにより、本発明の第１実施形態による電界発光表示装置（図２の１００）の第１お
よび第２隔壁（図３のＰＷ１、ＰＷ２）と、本発明の第２実施形態による電界発光表示装
置（図４の２００）の第１および第２隔壁（図５のＰＷ１、ＰＷ２）の屈折率を１．４に
して光抽出効率をさらに向上させることができる。
【０２３８】
　以上、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、当該技術分野における熟練し
た当業者は、下記の特許請求範囲に記載された本発明の技術的思想および領域を逸脱しな
い範囲内で本発明を多様に修正および変更することができることを理解することができる
。
【符号の説明】
【０２３９】
１００　電界発光表示装置
１１０　基板
１２２　半導体層
１２４　ゲート絶縁層
１２６　ゲート電極
１２８　層間絶縁層
１３０　ドレーン電極
１３２　ソース電極
１３４　保護層
１４１　第１電極
１４２　発光層
１４３　第２電極
１７０　封止層
１７１　封止膜
１８０　カラーフィルター層
１８１、１８３、１８５　カラーフィルターパターン
ＩＰ　絶縁パターン
ＰＷ１　第１隔壁
ＰＷ２　第２隔壁
Ｔｄ１、Ｔｄ２、Ｔｄ３　薄膜トランジスタ
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３　発光ダイオード
ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３　画素領域
ｈ　ホール
ＣＨ１　第１コンタクトホール
ＣＨ２　第２コンタクトホール
ＣＨ３　第３コンタクトホール
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膜171和与多个像素区域SP1至SP3之间的边界对应的密封膜171之间;滤
色器层180包括具有第三折射率的多个滤色器，并且包括具有两个折射率
的第一分隔件PW1，以及设置在密封膜171和第一分隔件PW1上的滤色
器层180。电致发光显示装置100包括滤光器图案181至185和设置在多个
滤色器图案181至185之间并且具有小于第三折射率的第四折射率的第二
障肋PW2。 [选择图]图2
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